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１．概要（Summary） 

EUV リソグラフィ業界では、次世代材料としてメタル粒

子含有レジストが有力候補である。ただし、本材料のプロ

セスについての知見・ノウハウは少ない。特に、現像工程

は現在、液浸リソグラフィ技術に良く活用された酢酸ブチ

ル（nBA）という現像液が主流である。ただし、メタルレジ

ストに対しては、本現像液が最適かどうかは不明であるた

め、現像液の検討を行った。電子ビーム描画装置を用い

て、現像液のリソグラフィ性能に対する効果を検討した結

果、nBA現像液より有効な現像液を見出した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

125kV 電子ビーム描画装置 

 

【実験方法】 

本実験では、メタルレジスト材料（EIDEC 標準メタルレ

ジスト、以下“メタルレジスト”と称す）を用いて多種類の現

像液（EIDEC にて、多くの候補溶媒から事前に絞り込ん

だもの）を評価した。具体的には、NIMS微細加工 PFの

クリーンルームにて、レジスト塗布・ベークしてから、

125kV 電子ビーム描画装置を用いて露光、現像プロセ

スを行った。評価基準としているパターンは 48nm, 40nm, 

32nmの 1:1 L/S（ライン・アンド・スペース）と 20nm ISO

パターン（孤立ライン）である。パターンの評価は EIDEC

にて、走査型電子顕微鏡（SEM）で確認した。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Fig.1 に示しているのは、酢酸ブチル（nBA）と現像液

A という 2 種類の現像液を用いたメタルレジストの EB 描

画パターニング結果の SEM 写真である。nBA 現像では、

本レジストの限界解像は 48nm 1:1 L/S程度だった。それ

に対し、現像液 A では、40nm 1:1 L/S を解像できるよう

になった。また、最適化が必要であるが、32nm 1:1 L/S も

現像液 Aで解像可能に見える。20nm ISOパターンでは、

nBA現像よりも、現像液Aの方が、パターン間のスペース

部分は残渣が少ないことがわかった。 

本結果により、使用する現像液によるリソグラフィ性能の

向上効果が明らかになった。メタルレジストの更なるリソグ

ラフィ性能向上のためには、現像液の最適化が重要であ

ることがわかった。 
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Fig.1 EB patterning results (SEM images: 200K 

mag.) showing the metal resist patterning 

performance on nBA (upper image) and 

Developer A. 


